
UKD 621.382.3 

N O R M A BRANŻOWA BN-B7 

ELEMENTY 
3375-31/11 

PÓŁPRZEWODNIKOWE Tranzystory typu BF 245 . 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szczegó­
łowe wymagania dotyczące krzemowych epitaksjalno­
-planarnych tranzystorów polowych małej mocy wiel­
kiej częstotliwości, typu BF 245 z kanałem typu n, 
w obudowie plastykowej, do zastosowań powszechnego 
użytku oraz w urządzeniach wymagających zastosowa­
nia elementów o wysokiej i bardzo wysokiej jakości. 

Tranzystory przeznaczone są do pracy we wzmac­
niaczach małej i wielkiej częstotliwości o niskim pozio­
mie szumów i ' dużej impedancji wejściowej. 

Kategoria klimatyczna dla tranzystorów: 
- standardowej jakości (poziom jakości I) 

40/125/04, 
- wysokiej jakości (poziom jakości III) 

40/125/21, 
- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) -

40/125/56. 
2. Przykład oznaczenia 
a) tranzystora standardowej jakości: 

TRANZYSTOR BF 245 BN-87/3375-3ł/ł ł 

b) tranzystora wysokiej jakości: 
TRANZYSTOR BF 245/3 BN-87/3375-31/ł I 

c) tranzystor bardzo wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BF 245/4 BN-87/3375-3ł/l) 

3. Cechowanie tranzystorOw powinno zawierać nastę­
pujące dane: 

a) oznaczenie typu (podtypu), kodem (np. 245A), 
b) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wyso­

kiej i bardzo wysokiej jakości. 
Tranzystory wysokiej jakości powinny być znakowa­

ne cyfrą 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakości cyfrą 
4 umieszczoną po oznaczeniu typu . . 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń tranzystora -
wg rysunku i tab!. I. 

Grupa katalogowa 1923 

Oznaczenie obudowy stosowane przez produc.enta 
- CE 35. 
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Tablica l 

BN-87/3375-3 1/ II 

Kąt. 

5. Badania w grupie A, B, C i D 
3375-31/00 p. 5. 1. 

wg BN-801 

Wymiary. Wymiary. 
Symbol 

mm 
Symbol 

mm 
° .. , 

wymiaru 
111 In nom l11ax 

wymiaru 

A 4.5 - 5.2 M 
b (U5 - 0.55 E 
bl - 0,4 - k 

0 [) 4.5 - 5,2 a 
d 1.4 - 1.77 ni) 

I 12.5 - 14 .5 

mi l1 110m max 

3,6 - 4,2 
3.4 - 3.6 
1.2 - 1,5 

- - -
2.6 - 3, I 

11 0m 

-
-
-
20 

-

6. Wymagania szczegółowe dla badań grupy A, B, 
CiD 

a) bada nia podgrupy A I - sprawdzenie wymiaró w: 
A, 0 D, l - wg rys. i tabl. I , 

b) bada nia podgrupy A2, C2, A3, A4 - wg tabl. 2, , 
c) badan ia podgrupy B, C i D - wg tabl. 3, 

Dopuszcza się ś lad (ubytek two rzywa ) po wypychaczu na po-

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie ) po 
badaniach grupy B, C i D - wg tabl. 4. 

wierzc hni korpusu obudowy. 
D(' puszcZ:1 się ubytki na krawędziach wyprowadzeń h "" 0.05. 
I ) Ocena lutowności nic obejmuje czół wyprowadzeń (po wy-

l' ięciu helki) oraz bocznej powierzc hn i l1 a wymiarze n po wycięciu 
I1ws tków , 

• 

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, C2 oraz podgrupy A4 

P()d !-! rtł- Kont ro lowa ny Metoda pomia ru wg 
Warunki 

Jednostka Wartości gran iczne 
pa ha- pa ra met r PN-74/T-0 1505 

pom iaru 
ml3 ry 

dań 
. mm max 

A2 (/,BRI<.iSS , a rk, 10 U DS = O V -30 -
C2 h = -I ~IA 

l es.I' ark. 04 U DS = O n A - - 5 
UGS = - 20 V 

U GS
I

) ark . Ol UDs = 15 V - 0,4 -7,5 
I D = 200 !-lA V 

A -0,4 - 2,2 

B - 1,6 -3,8 

C - 3,2 -7,5 

I D.I'"I) ark. 03 U DS = 15 V 2 25 
U GS = O 

mA A 2 6.5 

B 6 15 ,0 

C 12 25 

A J I Y21' I ark. 15 U DS = 15 mS 3 6,5 
U GS = O 
f= I kHz 

UUS(()FF) ark , Ol U DS = 15 V V -0,5 - 8 

I D = 10 nA 

A4 l us.\' ark . 04 UGS = -20 V nA - -5000 
U DS = O 
14mb = 125°C 

') Sckkcja na g rupy A. B. C tylko na za mówienie odbio rcy. 

Tablica 3. Wymagania szczegółowe do badań grupy B, C D 

Lp . Podgru pa badań Rodzaj badania , Wymagania szczegółowe 

: BI , C I Sprawdzenie wytrzymałośc i mechanicznej wy- próba Ub metoda 2,2,5 N; I cykl i pró ba Ua l , 5 N 
prowadzeń • . . ~ 

Sprawdzenie szcze lności pró ba QI, 10% wodny roztwór alfenolu 

2 B3 Spra wdzenie wytrzymałości na spadk i swobodne p% żen ie tranzystora w czasie spada nia - wypro-
wadzenia mi do góry 

3 84. C4 Sprawdzenie wytrzymałości na udary wielokrotne mocowanie za obudowę 

" 8 5, C5 Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany tem- TA = -55°C, TB = , 125°C 
(poziom jakośc i pera tury 

111 i IV) 

5 86 , C6 Sprawdzenie odporności na na rażenia elektryczne układ wg PN-78/T-0 1515 ta b\. 5 p. łl) 

6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g 



BN-87/3375-3l/l l 3 

cd . tabl. J 

Lp. p(ld~ rupa ha dań Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

7 ('4 Spra wdzenie wytrzymałości na przyspieszenie stak kierunek probierczy wzdłuż osi wyprowadzeń. mo-
cowame za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej mocowanie za obudowę 
częs totliwośc i (dla poziomu jakości I) 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o zmiennej 
częstotliwości (dla poziomu jakości III. IV) 

8 e5 Spra wdzenie ' wytrzymałośc i na ciepło lutowania temperatura kąpieli 3500C 
AQL: 4% 

9 C7 Sprawdzenie wytrzymałości na Zimno Istg min '" -55°(' 
(poziom jakośd IV)' 

10 C8 Sprawd zenie wytrzymałości 

(poziom ja kości 
na suche gorąco 'slg max = 125°C 

lI1 I l V) . 

II CIO Sprawdzenie wymiarów wg rysunku i tabl. 1 

12 Dl Sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie atmos- temperatura narażenia 25°C 
(poziom jakości feryczne 

, 
lI1 I IV) . 

" 

13 D2 Sprawdzenie wytrzymałości na rozpuszczalniki alkohol izopropylowy lub aceton; A. o D wg ry-
sunk u i tab I. l 

14 OJ Sprawdzenie palności zewnętrznej 

15 D4 Sprawdzenie wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniach 
(poziom łII I IV) 

16 D5 Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę solną położenie tranzystota~owolne 

(poziom IIi IV) 

I) Warunki pomiaru dla badań podgrupy B6 I C6: 
U os = 25 V; I o ~ 25 mA; P,o, ~ 360 mW. 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i 'po badaDiach Krupy 8, C D 

Oznaczenie lite-
Wartości graniczne 

rowt' parametru Metoda pomia ru Warunki pomiaru Podgrupa badań Jednostka _ w czasie po bada-
miary badania niu 

mm max min max 

lass PN-74/T-01505 Uos = O Bl. CI. B3, B4, - - - -IO 
ark. 04 Uos = -20 V B5, C8, C7, Dl 

C2. A3, B3, 84, nA - - - :-5 

. 85, C4, C5, C8 

C22) - -5000 - -5 

C6, B6 - -50 - -50 

Uos PN-74/T-01505 UDs = 15 V C2; CI, CS, C6, A - - -0,4 -2,2 . 
ark. O l lo = 200 ).lA B4, B5, C7, Dl . 

8 -1,6 -3,8 - -

C - - -3,2 -7,5 

C21) A - -2,6 -0,4 -2,2 

V B - -4,5 -1,6 -3,8 

C - -9 -3,2 -7,5 

- C6, B6 A -0,32 -2,6 -0,32 -2,6 

B -1,3 -4,5 -1.3 -4,5 

C -2,6 -9 -2,6 -9 

I) W czasie badania odporności na ZImno. 
2) W czasie badania odporności na suche gorąco. 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/317j-31/00. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 



4 Informacje dodatkowe do BN-87/3375-31/ll · 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen­
trum Półprzewodników, Zakłady Przemysłu Elektronicznego KAZEL 
w Koszalinie. 

2. Normy związane 
PN-74/T-01 505/0 I Tranzystory polowe. Pomiar napięcIa odcięcia 

bramka-źródło UGSIOFF) 

PN-74/T-01505/03 Tranzystory polowe. Pomiar prądu drenu IDSS 

PN-74/T-01505/04 Tranzystory polowe. Pomiar prądu upływu 

bramki luss 

PN-74/T -01505/10 Tranzystory polowe. Pomiar napięcia przebicia 
bramka-źródło U1BR)GSS 

PN-74/T-01505/15 Tranzystory polowe. Metoda pomiaru transkon­
duktancji g2l. •.• 

PN-78/T-01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wymagania 
i badania 

BN-80/3375-31/00 Elementy półprzewodnikowe. Tranzystory małej 
mocy, wielkiej częstotliwości. Wymagania i badania 
3. Symbol wg KTM 
BF 245 1156213321001 
BF 245A 1156213321014 
BF 245B 1156213j21027 
BP 245C 1156213321030 
4. Autorzy projektu nol'lJly - mgr inż. Jerzy Bednarczyk, Teresa 

Chłopecka. 
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5. Wartości dopuszczalne - wg rysunku i tabl I-I. 
6. Dane charakterystyczne - wg tabl. 1-2. 

Zależność dopuszczalnej wartości całkowitej mocy wejściowej (całko­
witej lub średniej) od temperatury 

TabHca I-l. Wartości dopuszczalne 

Oznaczenie Jedno- Wartość 

parametru Nazwa parametru stka dopusz-
miary czalna 

U GDO Napięcie stałe bramka- V 30 
-dren 

UDS Napięcie stałe dren- V' ±30 
-źródło 

lu Prąd bramki mA 10 

Plor Całkowita moc wejścio- mW 360 
wa na wszystkich elek-
trodach przy lamb~25°C 

Ij Temperatura złącza oC 150 

tslg Temperatura przecho- oC -55 ... 155 
wywania 

lamb Temperatura otoczenia oC -40+125 
w czasie pracy 

TabHca 1-2. Dane charakterystyczne 

Lp. 
Oznaczenie 

Nazwa Warunki pomiaru 
Jednostka Wartość gramczna 

parametru 
parametru miary 

min typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I U1BR)USS Napięcie przebicia bramka-źró- lu = -I IlA V -30 -45 -
dlo UDS = O 

2 luss Prąd upływu bramki UGs = -20 V nA - -0,1 -5 
UDS = O 

3 l DSS') . Prąd drenu UDS = 15 V 2 - 25 
. U GS = O 

A 2 6,5 -
mA 

B 6 - 15 

C 12 - 25 

4 UGs Napięcie stałe bramka-źródło U DS = 15 V -0,4 - -7,5 
In = 200 IlA 

A -0,4 - -2,2 
V 

B -1,6 - -3,8 

--C -3,2 - -7,5 



Informacje dodatkowe do BN-87/3375-31/11 5 

cd. tabl. 1-2 

Lp. 
Oznaczenie 

Nazwa W)lfunki pomiaru 
Jednostka Wartość graniczna 

parametru 
parametru 

miary 
min typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 

5 UGSt,OFFl Napięcie odcięcia bramka-źródło UDS=15V V -0,5. -3,5 -0,8 
ID = 10 nA 

6 I Y2l' I Moduł zwarciowej admitancji UDS = 15 V mS 3 5,5 6,5 
przenoszenia w przód UGS = O 

J= I kHz 

7 e,u, Pojemność zwrotna w układzie UDs=20V pF - 1,1 -
wsp6lnego źródła (wejście zwar- UGS = -I V 
te dla przebiegów zmi!!nnych) J= I MHz 

8 ClIss Pojemność wej ściowa w ukła- UDS = 20 V pF - 4 -
dzie wsp6lnego źródła przy UGS = -I V 
zwartym wyjściu J= I MHz - .. 

9 C22.fS Pojemność wyjściowa w ukła- .' UDS = 20 V , pF - 1,6 -
dzie wspólnego źródła przy UGS = -1 V 

, zwartym wejściu J= I MHz 

10 rGS Rezystancja bramka-źródło UGs = -20 V GO 4 200 -
UDS = O 

II F Współczynnik szumów UDS = -20 V dB - - 1,5 -
UGS = O 
J= I MHz 
RG = I kO 

12 F Współczynnik -szumów UDS = -20 V dB - 4 -
UGS = O 
J = 200 MHz 
Z wej . strojone na minimum 
szumów 

') Pomiar impulsowy rp ,,;; 300 ~, 6 ,,;; 2%. 


